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(57) Abstract: The object of the invention is a method for producing multicrystalline silicon, comprising the following steps: 
providing a crucible for receiving a silicon melt, which comprises a bottom and an internal face, wherein at least the bottom of the 
crucible has a coating containing one or more compounds selected from the group consisting of Si3N4, oxidised Si3N4 and Si02 ; 
arranging a silicon layer in the crucible in contact with the coating of the bottom of the crucible; arranging polycrystalline silicon in 
the crucible in contact with the silicon layer; heating the crucible, until the polycrystalline silicon and silicon layer are completely 
melted to form a silicon melt; directional solidification of the silicon melt so as to result in a multicrystalline silicon block, 
characterised in that on heating the crucible and/or on melting the silicon layer, the silicon layer releases a reducing agent. 

(57) Zusammenfassung: 
[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von multikristallinem Silicium, umfassend die folgenden Schritte: 
-Bereitstellen eines Tiegels zur Aufcahme einer Silicium-Schmelze, der einen Boden und eine Innenseite umfasst, wobei 
zumindest der Boden des Tiegels eine Beschichtung enthaltend eine oder mehrere Verbindungen ausgewahlt aus der Gruppe 
bestehend aus SisN4, oxidiertes SisN4 und Si02 aufweist, -Anordnen einer Silicium-Schicht im Tiegel in Kontakt mit der 
Beschichtung des Bodens des Tiegels, -Anordnen von polykristallinem Silicium im Tiegel in Kontakt mit der Silicium- Schicht, 
-Erhitzen des Tiegels, bis das polykristalline Silicium und die Silicium-Schicht vollstandig zu einer Silicium-Schmelze 
erschmolzen ist; -Gerichtetes Erstarren der Silicium-Schmelze, so dass ein multikristalliner Siliciumblock entsteht, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Silicium-Schicht beim Erhitzen des Tiegels und/oder beim Schmelzen der Silicium-Schicht ein 
Reduktionsmittel freisetzt. 


